BM 529 N

Transistorenpriifgerat

Das Gerat ermoglicht die Messung der Gleich- und
Wechselstromgrundeigenschaften von Transistoren,
Fieldeffekttransistoren und Dioden {iir mittlere
und kleine Verlustleistung in einem stetig einstell-
baren Bereich der Arbeitspunkte bis zu 25 V/
/100 mA.

Ausserdem gestattet das Gerat eine Funktions-
kontrolle an in Schaltkreisen befindlichen Tran-
sistoren und Fieldeffekttransistoren.

Mit dem Gerdt sind auch die Grundeigenschaften
von Thyristoren, Diac- und Triacelementen mess-
bar.

Herslellnummer:

Hersteller: TESLA Brno, NU, Purkyiiova 99, 612 45 Brno — CSSR
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spannung — ohne Raste

Meassung des Reststromes Iopo [durch Umstecken
des Stiftes Im Kombinator 24 zur Messung Ieso,
lopy usw, )

Messung des Basisgleichstromes lg, Ablesung des
Gleichstromverstirkunesfaktors hoyy

Messung des Wechselstromverstidrkungsfaktors hoge

spannungsmessung 0 bis 1 V [Sdttigungsspiannung
und Durchlass-Spannung an Dioden), Uges, Uakn

Messung der Zenervspannung Uy

cingestellten

KolleKtor-

24

Messung des Steilheitswertes an FET Elementen
['."'-_'Ir]

spannungsmessung an FETs, Gatespannung |[Ug]
Basisstrommessung Ig an in Schaltungen befindli-
chen Transistoren

Klemmhalter [ir die gemessenen Transistoren
oder FETS

Klemmhalter ftir Dioden

Polaritdtsumschaltung der
FETs |wird bei Messung

gedrilickt)

Buchsen zum Anschluss der Zufiihrungskabel von
gemessenen Transistoren, Dioden oder FETs mit
Plastikgehdusen, oder wenn diese Elemente schon
in Schaltungen eingebaut sind.

Diese Buchsen werden fiir Plastikgehduse dann
verwendet, wenn sie nicht an den Halter 20 oder
21 anschliessbar sind.

Kombinator zur Durchschaltung der Zuliithrungen
des gemessenen Elementes im Halter 20 mit den
Stromversorgern. sowie zur Herstellung der ge-
gigneten Messbedingungen zur Ermittlung der
Reststrome

Vorspannung Ug an
von Transistoren nicht
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1. ANWENDUNGSBEREICH DES GERATES tors mit einem Waechselspannungssignal mit ca.

Messung von I.:
2 V/50 Hz.

Bereich 0 bis 100 mA In Tell
bereichen mit 1 A, 10 ugA,
100 A, 1 mA, 10 mA, 100 mA
Messfehler 5% vom Vol
ausschlag

Bereich 0 bis 10 mA In Tell-

bereichen mit 1 A, 10 uA,
100 uA, 1 mA, 10 mA, Mess

Bemerkung:

Fiir Fieldeffekttransistoren wird weiter die Abkiir-
zung FET verwendetl.

Das Gerdt ermoglicht die Messung der Gleich- und
Wechselstromgrundeigenschaften von Tratlsistorfat1
und Fieldeffekttransistoren, sowie Dioden fdr nie-
drige und mittlere Verlustleistungswerte in einerp
stetig einstellbaren Arbeitspunktbereich von 0 bis
25 V und 10 nA bis 100 mA. In den einzelnen Be-

Messung von I:

2. DER KOMPLETE LIEFERUNGSUMFANG

die S ungs- und fehler 5% vom Vollaus-

| en misst das Gerdt die ospann - : 1

lsrtlreoh;j:;rte im eingestellten Arbeitspunk, Rest- Transistorenpriifgerdt BM 529N . | g

strome grosser als 10 nA, den Gleich- und Wechsel- 4 g1 Nelzkabel .“.rn ,r. ung:

stromverstirkungsfaktor von Transisloren, dia Sat- 2 Gt Neizsiche;rungen F 200 mA/250 V fiic 220 V Fiur die Messu{ng aller Resisiromwerte [ .., [,
tigungsspannung (am Kollektor des gemessenen g Netzsicherungen F 250 mA/250 V fur 120 v UsW. 8elten die gleichen Strombereiche wie fiis
Transistors), fallweise auch die Sperrspannung am g gt Transistorenhaller " 1AK 497 03 lc- Die Fpnktmqssnhallung ftir einzelne Messaul
Kollektor und Emitter-Basisiibergang (bei geringe- 15 gt Kontaktstifte 1 AF 450 07 s aben befindet sich im Kapitel 6.

ren Sperrspannungswerten als 25 V). Das Gerat

Betriebsanleitung
Packliste
Garantieschein

misst weiter die Steilheit von Fieldeffekttransisto-
ren, ihre Schwellenspannung und den Reststrom.

An Dioden sind die Vorwdérts- und Sperrstromwerte,
sowie die Zenerspannung messbar.

3.2. Gemessene Parameter

3.21. Gleichstromverstdarkungs-

Mit dem Geréat ist eine Funktionskontrolle von in
Schaltkreisen befindlichen Transistoren, Field-
eifekttransistoren, Thyristoren, Diac- und Triacele-
menten moglich. Infolge der geringen Belastung
des Messobjektes durch das eingebaute Mess-
-System und seiner hohen Konstanz ist im genann-
ten Arbeitspunktebereich eine einfache Vermes-
sung der Strom- und Spannungscharakteristik von
Zwei- und Vierpolen moglich. Das Gerdt enthdlt
einen Operationsverstarker als Messverstdrker fir
die gemessenen Gleich- und Wechselspannungen,
sowie Strome, zwel regelbare Spannungsquellen
und je einen Umschalter {iir Bereich und
Funktion. Die Messung des Wechselstromverstir-
kungsfaktors von einzelnen, sowie in Schaltungen
befindlichen Transistoren h,,, und die Steilheit von
Fieldeffekttransistoren y,,. geschieht mit einem
kleinen 50 Hz Signalwert. Die Funktionspriifung von
in Schaltkreisen befindlichen Transistoren ge-

schieht durch Messung des Gleichstromanteils des
Basis- und Kollektoranschlusses bei Speisung des
Kollektors und der Basis des gemessenen Transis-

4

3. TECHNISCHE DATEN

3.1. Einstellbare Arbeitspunkie [bei Nennwert
der Netzspannung ]

Die Spannung Ugg: 0 bis 28 V

0+ 1 V fiir I.=10% + 100% vom eingereihten
Bereigh, I — in der Funktion U,yx, Uggs
0,86 =28 V fir I =1 mA stetig in einem Bereich
0,8 =25 V fiir I = 20 mA stetig in einem Bereich
0,6 +22 V fiir I. = 100 mA stetig in einem Bereich

Stromwert I.: 0 bis- =100 mA stetig
in 6 Teilbereichen

0 bis +10 mA stetig
in 5 Teilbereichen

0 bis !.25 V stetig in einem
Bereich

Stromwert Ig:

U["; fiir FETs:

3.1.1. Messung des Arbeitspunktes

Messung von Ugg: | Bereich O bis =30 V, ein Be-

reich, Messfehler 5% vom
Vollausschlag

Messfehler:

faktor h,

Bereich: 0 bis 10 000

a) direkte Ablesung an einer hyperbolischen Skala
bei eingestelltem Kollextorstrom

Ic =1 uA, 10 pA, 100 A, 1 mA, 10 mA, 100 mA
b) Verhaltnisresultat aus :Z
siehe Messfehle wert fir I
und I; in Punkt 3.1.1.

bei beliebigem I,

3.2.2. Wechselstromverstarkungs-

faktor h,,

Bereich: 5 bis 3000 in Teilbereichen
100, 300, 1000 und 3000

Messfehler: +-10% vom Vollausschlag

3.23. Steilheitsmessung y,, an FETs

Bereich: 0,1 bis 30 mA/V in Teilberei-
chen 1, 3, 10 und 30 mA/V

Messfehler:

+10% vom Vollausschlag







